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Technologie TTL-S

Vyuziti Schottkyho diody (PN prechod polovodic - kov) zabranuje saturaci
kremikového tranzistoru a tim se spinaci doby zkrati na méné nez 1 nsec.
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schématicka znacka

SLOZENI Vstupné-vystupni V-A charakteristiky klasické PN diody a Schottkyho
diody (SBD)

Schottkyho dioda (Schottky Barrier-Diode)

Zdroj: http://www.ti.com/lit/an/sdaa010/sdaa010.pdf




Technologie TTL-S ,,SN74S00“
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Vce

Zpozdéni prichodu
clenem se zkratilo az na
2-4 ns a ukazala se
moznost zvysit pracovni
kmitocet az do 100 MHz.

GND

Zdroj: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74s00.pdf




Technologie ECL — od roku 1962
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